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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR WAFERS
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON HALBLEITERSCHEIBEN

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing semiconductor wafers, wherein a monocrystalline rod of silicon is
provided, the rod is sliced into crystal pieces and a test wafer is cut from a crystal piece, wherein the test wafer optionally undergoes a
first thermal treatment process and then a second thermal treatment process that includes a heating phase, a holding phase at a holding
temperature Ty, and a cooling down phase and causes a radial temperature gradient AT on the test wafer, the wafer made of semiconductor
material is subsequently inspected for stress fields, and the semiconductor wafers obtained from the crystal piece are processed further
in accordance with further processing steps which are selected on the basis of the result of the inspection of the test wafer.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung von Halbleiterscheiben, wobei ein einkristalliner Stab aus Silicium bereitgestellt
wird, der Stab in Kristallstiicke geschnitten und von einem Kristallstiick eine Testscheibe abgetrennt wird, wobei die Testscheibe op-
tional einem ersten thermischen Behandlungsverfahren unterworfen wird und danach ein zweites thermisches Behandlungsverfahren
erfolgt, das eine Aufheizphase, eine Haltephase bei Haltetemperatur T}, und einer Abkiihlphase beinhaltet und das einen radialen Tem-
peraturgradienten AT auf der Testscheibe verursacht, danach eine Untersuchung der Scheibe aus Halbleitermaterial hinsichtlich Stress-
feldern erfolgt und das Weiterverarbeiten der Halbleiterscheiben gewonnen aus dem Kristallstick gemif Weiterverarbeitungsschritt
en, die in Abhéngigkeit des Ergebnisses der Untersuchung der Testscheibe ausgewahlt werden.



